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Conclusiones

Las resistencias de polisilicio integradas en tecnología CMOS cambian su comportamiento eléctrico con la temperatura.

Tras someter los componentes a 3 ciclos de stress térmico

Resistencia �po N+ no sufre degradaciones apreciables.

Resistencia �po P+ comienza a presentar degradaciones
y �ene una variación del 5% dependiendo de si se enfría
o calienta
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Some�miento del circuito integrado a stress térmico            
realizando 3 ciclos de enfriamiento-calentamiento.

Evaluación del comportamiento eléctrico de las resistencias 
de polisilico integradas en tecnología CMOS en todo el rango 
de temperatura (280K - 4K) y el efecto del stress térmico.

Circuito integrado
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Las curvas de los tres ciclos están solapadas.

   Temperatura    Resistencia
Existe diferenciación entre las curvas.
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